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Urzadzenie do badania sprawnosci elementéw elektrycznych

Wynalazek dotyczy urzadzenia do badania sprawnosci elementéw elektrycznych réznych typéw zamonto~
wanych w uktadzie elektronicznym bez ich wylutowywania.

Znane s3 sposoby iurzadzenia do badania tranzystor6w bipolarnych, zamontowanych w uktadach
elektronicznych, bez ich wylutowywania, za pomocg zgrubnego pomiaru jednego z parametréw tranzystora jak
np. ,Sposéb iaparat do pomiaru parametru tranzystora’” wediug opisu patentowego Wielkiej Brytanii
nr 1039 260 przy uzyciu generatora sygnatéw prostokatnych, Zrédta przedpieé, miernika pradu i krzywej
korekcyjnej stosowanej w razie obcigzenia badanego tranzystora przez elementy uktadu, w ktérym jest zamonto-
wany wgranicach od 1000 do 100  oraz ,Sposéb iaparat do badania uptywnoséci pétprzewodnikéw
zamontowanych w uktadzie wedtug opisu patentowego Wielkiej Brytanii nr 1 289 383 przy uzyciu generatora
sygnatéw sinusoidalnych 1 kHz, Zzré6dta pradu statego, miernika pradu statego, indykatora zera pradu zmiennego
i uk#adu mostkowego.

" Znany jest réwniez, z publnkacu L.Widomskiego ,,Radioamatorskie tranzystorows przyrzady pomiarowe”’,
Warszawa 1966 strony 182-184 i 200-226, spos6b pomiaru parametréw tranzystora polegajacy na uzyciu tego
tranzystora jako elementu czynnego generatora pomiarowego, natomiast w odniesieniu do elementéw reaktancyj-
nych — poprzez uiycie badanego elementu jako elementu biernego tego generatora -Sposéb ten jednak nadaje sie
Jedynie do przypadkéw pomiaru elementéw elektrycznych po uprzednim wymontowaniu ich z uktadu lub
elementéw jeszcze nie zamontowanych vk

Natomiast do pomiaru elementéw elektrycznych zamontowanych w ukfadzie rozwigzanie to nie znajduje
zastosowania, a to z powodu oddziatywania pozostatych elementéw zawartych w uktadzie na wynik pomiaru.
Opisany sposéb nie zapewnia wyizolowania badanego elementu elektrycznego z uktadu, w ktérym jest on
zamontowany.

Przytoczone sposoby i urzadzenia nie mogg byé uzyte do badania tranzystoréw polowych.

W urzadzeniu wedtug wynalazku jest wykorzystany generator o sprzezeniu transformatorowym zasilany ze
rodta zasilania pradu statego, ktérego elementem sktadowym jest badany element elektryczny. Rozwigzanie
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charakteryzuje sie tym, Ze kolektor badanego tranzystora i kolektor tranzystora generatora s podtgczone do
uzwojenia pierwotnego transformatora potaczonego z jednym z biegunéw Zrédta zasilania, za$ emitery tych
tranzystoréw — do drugiego z biegundw #rédta zasilania. Baza badanego tranzystora jest potgczona z emiterem.
- tranzystora wtérnika emiterowego, ktérego kolektor jest potaczony bezposrednio z pierwszym biegunem 2rédte
zasilania, natomiast baza z jednym z zaciskéw przetgczanych przetacznika. Zacisk staty tego przetacznika jest
dotaczony poprzez opornik zbocznikowany kondensatorem do uzwojenia wtérnego transformatora, adrugi
zacisk przetaczany jest potaczony z bazg tranzystora generatora.

Przy badaniu sprawnosci tranzystoréw, badany tranzystor stanowi element czynny generatora.

Wtérnik emiterowy zostat zastosowany w uktadzie w celu zredukowania w obwodzie sprzeZenia zwrotnego
generatora, wptywu impedancji uktadu elektronicznego, bocznikujacego badany trangystor.

Przy badaniu sprawnosci elementéw reaktancyjnych, badany element reaktancyjny stanowi element bierny
uktadu generatora, przy czym jest on wiaczony pomigdzy jeden z biegunéw 2rédta zasilania, a emiter
tranzystora wtérnika emiterowego.

Przy badaniu sprawnosci kondensatoréw, badany kondsnsator jest wiaczony pomiedzy baze aemiter
tranzystora generatora o sprzezeniu transformatorowym.

" Urzadzenie wedfug wynalazku umozliwia badanie. sprawnosci tranzystoréw bipolarnych npn pnp,
a ponadto polowych N i P ztgczowych 1ub z izolowana bramka, bocznikowanych w uktadzie elektronicznym,
w ktérym sa zamontowane, opornoscig rzegdu 10 oméw, co umozliwia badanie tranzystoréw mocy pracujacych
w wyjéciowych stopniach z transformatorami napedzajacymi o matej opornosci uzwojenia. Na szczegbine
podkreslenie zastuguje mozliwo$¢é badania tranzystoréw polowych. Urz.adzenie daje takze mozliwo$¢ badania
sprawnosci kondensatoréw zamontowanych w uktadzie, a ponadto moze by¢ uzywane do sprawdzania gtosni-
kéw, wzmacniaczy matej czestotliwosci, jak rowniez przy uzyciu miliamperomierza do zgrubnego pomiaru.

" Urzadzenie wedtug wynalazku dzieki swojej prostocie moze byé wykonane jako przyrzad kieszonkowy.

Wynalazek jest blizej objasniony na przyktadzie realizacji przedstawionym na rysunku w postaci schematu
ideowego przyrzadu do badania elementéw elektrycznych zamontowanych w uktadzie elektronicznym.

W zaznaczonym na schemacie potozeniu | przetgcznika P2 sktadajacego sie z 3 sekcji a, b, ¢, przyrzad jest
utywany do badania tranzystoréw bipolarnych pnp i polowych P. Impedancja miedzy elektrodami badanego
tranzystora Tx w jego uktadzie roboczym oznaczone 21, 22, Z3 stanowig wdanym uktadzie pomianowym
impedencje pasozytnicze.

Napigcie z wtérnego uzwojenia transformatora Tr przesunigte w fazie o 180° wzgledem napigcia kolekmra
Tx jest podawane na baze badanego tranzystora Tx typu pnp poprzez wtérnik emiterowy na transformatorze T1
réwniez typu pnp.. Jezeli badany tranzystor Tx jest dobry, to po witaczeniu zasilania przetgcznikiem P1
z przyciskiem zwrotnym uktad si¢ wzbudza na czestotliwosci akustycznej. Zastosowanie wtérnika emiterowego
T1 pozwala unikna¢ sttumienia sygnatu zwrotnego przez impedancje pasozytnicza — réwnolegte potaczenie Z1

'1'22. Wystepowanie impedancji Z1, Z2 i 23 w przedstawionym uktadzie pomiarowym wpiywa gtéwnie na
- czestotliwo$¢ drgari.

WskaZnikiem powstawania drgari, a tym samym - sprawno$ci badanego tranzystora jest pojawienie sie
w gtoséniku G L sygnatu dZwigkowego. Brak sygnatu $wiadczy o uszkodzeniu badanego tranzystora Tx.

W potozeniu |1 przetacznika P2 przeprowadza sie badanie tranzystoréw typu npn i N. Biegunowo$¢é trédh
zasilania Uz ulega odwr6ceniu, a elementem czynnym wtérnika emiterowego staje si@ tranzystor T2 typu npn.

Zdolno$é generacyjna tranzystora nie zamontowanego w uktadzie moze by¢ takze sprawdzona z pominie-
ciem wtérnika emiterowego w.obwodzie sprzezenia zwrotnego. Badany tranzystor przytacza sie¢ wéwczas do
zaciskéw E, B, K.

Badanie kondensator6w przeprowadza sie w potozeniu |11 przetacznika P2, gdy powstaje uktad generatora
matej czestotliwosci o sprzezeniu zwrotnym transformatorowym na tranzystorze T3.' Czestotliwo$é tego
generatora zalely bardzo wyraznie od sktadowej pojemnoéciowe] |mpedanc]| wystepujace] miedzy bazg
aemiterem T3. Czestotliwo$é poczatkowa jest dos¢ wysoka, tak Ze dotaczenie nawet stosunkowo matej

pojemnosci Cx rzedu 1000 pF powoduje dostrzegalnq zmiang czestotliwoéci. Przy pewnej wprawie mozliwe jest
nawet oszacowanie badanej pojemnosci. Zatgczenie kondensatora majacego przerwg nie zmienia czqmtliwoﬁcl
sygnatu, natomiast wigczenie zawartego kondensatora zrywa drgania. Przyrzad moze by¢ wykorzystany takie do
okredlenia wspétczynnika wzmocnienia pradowego tranzystoréw bipolarnych. W tym celu badany tranzystor
nalety odpowiednio przytgaczyé do zaciskéw oznaczonych E, B, K. Przy odpowiednio wybrane] wartosci
opornika R1 warto$é wsp6tczynnika jest wprost propocjonalna do wartosci pradu wskazywanego praez
miliamperomierz mA. W potoZeniu | przetgcznika P2 przeprowadza sie pomiar tranzystoréw typu pmp,
w potozeniu |l przetacznika P2 — tranzystoréw tybu npn.
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Przyrzad w potoZeniu Il przetacznika P2 moze by¢ réwnie stosowany do sprawdzenia gtosnikéw
wzmncniaczy, diod pétprzewodmkowych i przewodéw, napigciem o czestotliwoéci akustycznej. Gtosniki
i wzmacniacze zatacza si¢ migdzy wyprowadzeniami E i K uktadu generatora wtaczanego przetacznikiem P1
Diody i przewody wiacza si¢ miedzy zaciskami D1 i D2. W razie zbocznikowania przetgcznika P1 przewodem me
posiadajacym przerwy lub sprawng diodg z uwzglednieniem biegunowosci powstajg drgania styszane w gtoséniku
Gt.

Elementy elektryczne reaktancyjne takie jak, cewki czy kondensatory sprawdza si¢ przy Il lub |1l
potoZeniu przetacznika P2 i wstawieniu w zaciski E, B, K dodatkowego tranzystora npn lub pnp, w zaleznoéci od
ustawienia przetacznika P2. Badany element stanowi wéwczas element bierny ukfadu generatora ijest on
wiaczony pomigdzy jeden z biegundw 2rédta zasilania Uz, a emiter tranzystora T2 wtérnika emiterowego.
W przypadku; gdy badany element jest sprawny — czestotliwo$¢ generatora ulegnie zmianie.

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie do badania sprawnoséci elementdéw elektrycznych, wykorzystujace generator o sprzezeniu
transformatorowym, zasilany ze 2rédta zasilania pradu statego, w ktérym badany element elektryczny stanowi
element skfadowy tego generatora, znamienny tym, Ze kolektor (K) badanego tranzystora (Tx)
| kolektor tranzystora (T3) generatora sq podtaczone do uzwojenia pierwotnego transformatora (Tr) potgczonego
Z jednym z biegunéw 2rédta zasilania (Uz), za$ emitery tych tranzystoréw — do drugiego z biegunéw Zrédta
zasilania (Uz), a baza badanego tranzystora (Tx) jest potaczona z emiterem tranzystora (T1, T2) wtérnika
emiterowego, ktérego kolektor jest potaczony bezpodrednio z pierwszym biegunem 2rédta zasilania (Uz),
natomiast baza — z jednym z zaciskéw przetaczanych (I, 1) przetacznika (P2c), o zacisku statym dotaczonym
poprzez opornik (R) zbocznikowany kondensatorem (C) do uzwojenia wtérnego transformatora (Tr) i drugim
zacisku przetaczanym (l11) potaczonym z bazg tranzystora (T 3) generatora.
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